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2015年全球太陽能電池共生產了57 GWp，在德國太陽能電池成本為每千瓦1270歐元，太陽能電池可在全球產
值約7百億歐元，而太陽能電池必須經過封裝才可使用，以矽晶太陽能電池為例，若使用一般封裝，發電效率會
下降約1.8%，相對於未封裝太陽能電池7%的效率損失，等同於造成全球約台幣1千5百億的經濟損失。
此研究是透過降低封裝後矽晶太陽電池的反射率進而達到發電效率的提升，減少封裝後造成的效率與經濟損失。

矽晶太陽能電池裸晶片反射率模擬
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Fig.3 裸晶片反射率模擬Fig.2 矽晶太陽能電池SEM剖面圖

Fig.21 抗反射封裝示意圖Fig.20 一般封裝示意圖

實驗量測封裝前後
反射率與發電效率
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計算銀線提供反射率

矽晶太陽能電池封裝後反射率模擬

1.使用抗反射基板封裝可使封裝後矽晶太陽能電池得到比未封裝還要低的反射率。
2.透過降低封裝後矽晶太陽能電池的反射率可提升封裝後太陽能電池的發電效率。

Fig.4 光入射至表面形貌的反射率 Fig.5 理論模擬二次反射後反射率

Fig.6 加上抗反射膜模型示意圖

Fig.8 模擬封裝後反射率模型 Fig.9 不同介質入射反射率

Fig.10 銀線SEM剖面圖 Fig.11 計算銀線佔面積比例 Fig.12 封裝後銀線反射率模型
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Fig.13 四層抗反射光譜圖 Fig.14 四層抗反射製程窗口設計

Fig.16 理論模擬封裝前後反射率 Fig.17 實驗量測封裝前後反射率

Fig.18 實驗量測封裝前後發電效率 Fig.19 實驗樣品

Fig.1 世界級矽晶太
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Fig.15 發電效率量測方式

光源強度最大點 (1 cm2)

作為每次量測的地方

光源強度最大點
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Rt = 反射1 × 反射2
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Fig.7 加上抗反射膜反射率模擬
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若銀線寬度為0.0042cm在1𝑐𝑚2內
共7條銀線面積反射率為為0.0294 𝑐𝑚2

若銀線90%

銀線共提供2.646%

粗糙表面造成的散射

入射角30度

50度

Rb 30度-R%

Ra 50度-R%


